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Product Summary
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Insulation withstand voltage V
ISO Vrms, TC=25°C, t=1min 2500 V
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Maximum ratings, M` T S4*- i8$ aZXQ__ [`TQ^cU_Q _\QOURUQP
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8[Z`UZa[a_ PU[PQ R[^cM^P Oa^^QZ`
+# I E 6

9U[PQ \aX_Q Oa^^QZ
,# I E%Y]U[N /*

GQbQ^_Q PU[PQ Pv (Mt .# Mv (Mt *. G(W[

Parameter Symbol Conditions Unit

min. typ. max.

Thermal characteristics

ITQ^YMX ^Q_U_`MZOQ$ VaZO`U[Z % OM_Q R \Q>8 & ,'/. ?(H

R \Q>6 UNJMNM & & 1)

H[XPQ^UZS `QY\Q^M`a^Q$

cMbQ_[XPQ^UZS [ZXe MXX[cQP M` XQMP_
T [XUM

)&. YY "(&(.+ UZ&#

R^[Y OM_Q R[^ )( _
& & +/) a8

Electrical characteristics, M` T S4*- i8$ aZXQ__ [`TQ^cU_Q _\QOURUQP
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Parameter Symbol Conditions Unit

min. typ. max.

Dynamic characteristics
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1 Power dissipation 2 Safe operating area
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3 Max. transient thermal impedance 4 Typ. output characteristics

I\Q>84O"\Y# I 94O"V 9E#3 T S4*- i8

\M^MYQ`Q^2 D=t Y(T \M^MYQ`Q^2 V <E

0

10

20

30

40

0 40 80 120 160

T C [°C]

P
to

t
[W

]

) j_
)( j_

)(( j_

) Y_

)( Y_

98

10
3

10
2

10
1

10
0

10
2

10
1

10
0

10
-1

V DS [V]

I
D

[A
]

_UZSXQ \aX_Q

)')*

)')+

)').

)'*

)'+

)'.

10
1

10
0

10
-1

10
-2

10
-3

10
-4

10
-5

10
1

10
0

10
-1

10
-2

t p [s]

Z
th

J
C

[K
/W

]

,&- K

- K

-&- K

. K

0 K

*)G

)* K

*( K

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25

V DS [V]

I
D

[A
]

XUYU`QP Ne [Z%_`M`Q

ZN[R[\JWLN

GQb& *&* \MSQ , *()(%)*%*)

$%&! "!# ! $"#&!"#!$%



IPA60R165CP

5 Typ. output characteristics 6 Typ. drain-source on-state resistance

I 94O"V 9E#3 T S4)-( i8 R 9E"XW#4O"I 9#3 T S4)-( i8

\M^MYQ`Q^2 V <E \M^MYQ`Q^2 V <E

7 Drain-source on-state resistance 8 Typ. transfer characteristics

R 9E"XW#4O"T S#3 I 94)* 73 V <E4)( K I 94O"V <E#3 gV 9E`5+`I 9`R 9E"XW#VJ^

\M^MYQ`Q^2 T S

\_Y

21!

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-60 -20 20 60 100 140 180

T j [°C]

R
D

S
(o

n
)

[
]

8 i*-

8 i)-(

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

V GS [V]

I
D

[A
]

,&- K

- K

-&- K

. K

0 K

)( K

)* K

*( K

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25

V DS [V]

I
D

[A
]

- K

-&- K

. K

.&- K

/ K

)( K

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50

I D [A]

R
D

S
(o

n
)
[

]

GQb& *&* \MSQ - *()(%)*%*)

$%&! "!# ! $"#&!"#!$%



IPA60R165CP

9 Typ. gate charge 10 Forward characteristics of reverse diode
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13 Typ. capacitances 14 Typ. Coss stored energy
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Definition of diode switching characteristics
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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